
JP 2008-521229 A5 2008.10.2

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年10月2日(2008.10.2)

【公表番号】特表2008-521229(P2008-521229A)
【公表日】平成20年6月19日(2008.6.19)
【年通号数】公開・登録公報2008-024
【出願番号】特願2007-541957(P2007-541957)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/762    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/76     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/265    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/12    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  27/12    　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｌ  21/02    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  21/76    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/76    　　　Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  21/265   　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｌ  21/265   　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月13日(2008.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイブリッドＳＯＩ基板材料を形成する方法であって、
　第１の結晶配向の上部Ｓｉ含有層及び第２の結晶配向の下部Ｓｉ含有層を含む積層体を
準備するステップであって、前記第１の結晶配向は前記第２の結晶配向とは異なる、ステ
ップと、
　前記積層体内にイオンを注入し、内部にイオン・リッチ注入領域を形成するステップと
、
　前記イオン・リッチ注入領域内のイオンが前記積層体内への埋込み絶縁領域の形成を促
進する温度まで、該積層体を加熱するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記積層体を準備する前記ステップは、少なくとも前記上部Ｓｉ含有層を含む第１のウ
ェハと、少なくとも前記下部Ｓｉ含有層を含む第２のウェハとを選択し、接合するステッ
プを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記接合するステップは、前記第１及び第２のウェハを互いに緊密に接触させ、随意的
に外力を加え、１５℃から４０℃、最大で４００℃までの温度でアニールするステップを
含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記アニールするステップの後、接合強化アニール・プロセスをさらに含む、請求項３
に記載の方法。
【請求項５】
　前記接合するステップの後、前記上部Ｓｉ含有層を薄層化するステップをさらに含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記薄層化するステップは、接合するステップの前に前記上部Ｓｉ含有層内にイオンを
注入し、接合するステップの後に分離アニール・ステップを行うこと、研削、研磨、エッ
チング、気体反応又は注入、及び平坦化のうちの少なくとも１つを含む、請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
　前記第１及び第２の結晶配向は、（１１０）、（１１１）、（１００）、（４２２）、
（３１１）、（５２１）及びＳｉ含有材料の任意の他の長軸又は短軸から選択される、請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記注入するステップは、ブランケット・イオン注入プロセスまたはマスクされたイオ
ン注入プロセスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記注入するステップは、酸素イオン、窒素イオン、ＮＯイオン、不活性ガス、又はこ
れらの混合物の１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記イオン・リッチ注入領域は、１×１０２２原子／ｃｍ－３又はそれより高い濃度を
有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記イオン・リッチ注入領域は、損傷領域と、随意的なより浅いアモルファス領域とを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記注入するステップは、前記イオン・リッチ注入領域が主として前記上部Ｓｉ含有層
内または前記下部Ｓｉ含有層内に配置される、或いは前記上部Ｓｉ含有層と前記下部Ｓｉ
含有層との界面を貫通して配置されるように行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記注入するステップは、ベースイオン注入ステップ及び第２のイオン注入ステップを
含み、前記第２のイオン注入は、前記ベースイオン注入ステップより低い温度で行われる
、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記注入するステップは、ベースイオン注入ステップ及び低ドーズ量注入ステップを含
み、前記低ドーズ量注入ステップは、４×１０１７原子／ｃｍ２又はそれより少ないイオ
ンドーズ量を用いて行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記加熱するステップは、酸素含有雰囲気中で、９００℃から１３５０℃までの温度で
行われるアニール・プロセスである、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記酸素含有雰囲気は、不活性ガス、塩素含有雰囲気、又はこれらの混合物をさらに含
む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記埋込み絶縁領域は、前記上部Ｓｉ含有層又は前記下部Ｓｉ含有層の少なくとも一方
の中に、或いは該上部Ｓｉ含有層と該下部Ｓｉ含有層との間に位置する界面を貫通して配
置される、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　少なくとも前記上部Ｓｉ含有層は、同位体的に純粋である、請求項１に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記上部Ｓｉ含有層の上に歪み半導体を形成するステップをさらに含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項２０】
　第１の結晶配向の上部Ｓｉ含有層及び第２の結晶配向の下部Ｓｉ含有層を含む積層体で
あって、前記第１の結晶配向は前記第２の結晶配向とは異なる、積層体と、
　前記上部Ｓｉ含有層又は前記下部Ｓｉ含有層の少なくとも一方の中に、或いは該上部Ｓ
ｉ含有層と該下部Ｓｉ含有層との間に位置する界面を貫通して配置された埋込み絶縁領域
と
を備えるハイブリッドＳＯＩ基板材料。
【請求項２１】
　前記下部Ｓｉ含有層及び前記上部Ｓｉ含有層は、Ｓｉ、ＳｉＧｅ、ＳｉＣ、ＳｉＧｅＣ
、予め形成されたＳＯＩ、予め形成されたＳｉＧｅオン・インシュレータ及び層状構造体
から成る群から選択される、同じ又は異なるシリコン含有半導体材料を含む、請求項２０
に記載のハイブリッドＳＯＩ基板材料。
【請求項２２】
　前記埋込み絶縁領域は、前記上部Ｓｉ含有層内または前記下部Ｓｉ含有層内に存在する
、あるいは前記界面を貫通して存在する、請求項２０に記載のハイブリッドＳＯＩ基板材
料。
【請求項２３】
　前記上部Ｓｉ含有層の一部は、前記埋込み絶縁領域の下方に配置される、または前記下
部Ｓｉ含有層の一部は、前記埋込み絶縁領域の上方に配置される、請求項２２に記載のハ
イブリッドＳＯＩ基板材料。
【請求項２４】
　前記上部Ｓｉ含有層の表面上に配置された歪み半導体層をさらに備える、請求項２０に
記載のハイブリッドＳＯＩ基板材料。
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